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(57) Abstract: The invention relates to a coating support comprising numerous conductive tracks (12) which are associated with 
a shared addressing contact (18) and with means of selecting at least one track from said numerous tracks, which is to be electro- 
chemically coated. According to the invention, the aforementioned selection means comprise means (20) of shifting a polarisation 
voltage, which are connected between the shared addressing contact and at least one track to be addressed. The invention can be 
used to coat conductive tracks. 
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(57) Abrege : Lapn^sente invention conceme un support de garniture comprenant une pluralile de plages conductrices (12) associ6es 
k un plot d*adressage commun (18) et ^ des moyens de selection d*au moins une plage k gamir par voie ^lectrochimique parmi la 
plurality de plages. Conform^ment k I'invention, les moyens de selection comportent des moyens (20) de d^alage d'une tension 
de polarisation, connect^s entre le plot d'adressage commun et au moins une plage adresser. Application k la garniture de plages 
conductrices. 
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SUPPORT DE GARNITURE ET PROCEDE DE GARNITURE SELECTIVE 
DE PLAGES CONDUCTRICES D'UN TEL SUPPORT 

DESCRIPTION 

5 DOMAINE TECHNIQUE 

La present e invention concerne \xn support 
comport ant des plages conduct rices et \an proc6d6 de 
garniture par voie §lectrochimique de ces plages. On 
entend par garniture tout depot ou fixation d'un 
10 mat^riau a la surface d'une plage d'un support prevu a 
cet effet, 

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE 

Un arriere-plan technologique dans le domaine 
des supports d' analyse touchant divers aspects de 

15 1' invention est illustre par les documents (1) a (7) 
dont les references sont prScisees a la fin de la 
prSsente description. 

Un exemple de support tel qu' envisage dans 
1' invention, est donnS par le substrat utilise pour la 

20 fabrication collective des supports d' analyse 
biologigue ou chimique, encore appeles « biopuces » 
dans le domaine de la biologie. Ce substrat comporte 
une ou plusieurs biopuces identiques qui pr6sentent 
chacune une plurality de plages conductrices utilisSes 

25 comme des plages de test. AprSs d^coupe du substrat, 
ces plages, pr6alablement f onctionnalis^es avec des 
reactifs ou des « molecules-sondes sont utilisees 

pour detecter la presence dans un milieu donne de 
molecules cibles ou de molecules auxquelles sont 

30 sensibles les reactifs. Pour effectuer une analyse 
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simultanSe de diffSrents constituants du milieu, 
differentes plages doivent etre prSalablement garnies 
de rSactifs diff brents ou de molecules -sondes 
diffgrentes. La garniture a generalement lieu en 
5 itnmergeant le support dans un milieu contenant le 
matfiriau de garniture ou un prScurseur de celui-ci. 

De manidre g6n§rale, le support considers est 
const itue d'une plural ite de plages conductrices . Les 
plages identiques necessitant la meme garniture 

10 constituent une famille de plages. 

De fagon ^ obtenir la garniture selective de 
certaines plages ou d'une famille de plages, tout en 
laissant d'autres plages ou les autres families de 
plages vierges pour le depot ult^rieur d'un autre 

15 materiau de garniture, diffSrentes techniques sont 
connues. Une premidre technique consiste k former sur 
le support un masque presentant des ouvertures 
correspondant respect ivement aux plages devant §tre 
garnies . 

20 Cette technique est longue et couteuse car elle 

impose la mise en place et le retrait d'\in masque pour 
chaque type de materiau de garniture a deposer. 

Une autre technique consiste ^ deposer le 
mat§riau de garniture par voie glectrochimique . Dans ce 

25 cas, la selection des plages devant etre garnies a lieu 
en appliquant selectivement aux plages des tensions de 
polarisation qui provoquent, ou qui au contraire 
interdisent, le depot du materiau de garniture 
considere. Cette technique de dgpot est plus aisSe a 

30 mettre en oeuvre, notamment lorsque le nombre de plages 
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conductrices a garnir de materiaiix differents est 
elevS . 

II se pose toutefois \m problSme de I'adressage 
des plages conductrices. L'adressage peut avoir lieu 
5 par 1' interm^diaire de plots d'adressage, ggalement 
conducteurs, qui sont respectivement reliSs aux plages 
conductrices k garnir. Les plots d'adressage sont 
g^neralement mSnaggs en bordure du support de fagon a 
faciliter leur mise en contact avec un dispositif 

10 d'adressage externe prevu pour fournir les tensions de 
polarisation. 

L' augmentation de la densite des plages (nombre 
de plages par unit 6 de surface) a garnir provoque la 
multiplication des plots d'adressage et entraine des 

15 difficult^s de cSblage. 

Une premier e solution connue cons is te S 
utiliser un plot ixnique d'adressage pour chaque famille 
de plages B. garnir relics par 1' intermSdiaire d'une 
connectique interne Bl 1' ensemble des plages de la 

20 famille. Cette solution pose un premier probldme 
lorsque les plages d'une m§me famille sont uniformfiment 
repartis sur la surface du support (ce qui est le cas 
dSs que le support regroupe un ensemble de composants 
identiques) . Dans ce cas, il n'est pas possible pour 

25 des raisons topologiques de r^aliser les differentes 
connectiques internes sur une seule surface. II est 
necessaire de disposer d'une technologie permettant le 
croisement des differentes connectiques internes. De 
plus, la encore 1 ' augmentation de la. density des plages 

30 est limits par la multiplication des connectiques 
internes . 
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Ces inconvenients peuvent Stre parti el lement 
rSsolus en gquipant le support de commutateurs capables 
de relier select ivement diffSrentes plages conductrices 
ou diffgrentes families de plages a gamir k \in mgme 
5 plot d'adressage. Le nombre de plots d'adressage peut 
ainsi §tre reduit. Les commutateurs se presentent, par 
exemple, sous la forme d'un systems d'adressage k 
multiplexeur . 

Le fait d'equiper les supports d'adressage de 
10 commutateurs necessite une nouvelle commande 
d'adressage pour regir I'etat de commutation de ces 
derniers. De plus, le recours k des moyens de 
commutateurs ou de multiplexeur augmente grandement le 
cout des supports, en particulier parce qu'il diminue 
15 la surface disponible pour les plages conductrices. 

EXPOSE DE L' INVENTION 

L' invention a pour but de proposer un support 
garni ou un support nu et un precede de garniture du 
support nu ou d€jk partiellement garni ne prSsentant 
20 pas les inconvenients et limitations indiquees ci- 
dessus . 

Un but de 1' invention est en effet de proposer 
un proc^dS pour garnir sSlectivement diffSrentes plages 
d'un support qui ne fasse appel ni k un masque ni a des 
25 commutateurs. 

Lorsque la garniture par voie electrochimique 
cesse en meme temps qu'un courant electrochimique, on 
qualifie la garniture de garniture electro-suivie . La 
croissance de la garniture necessite le passage d'un 
30 courant. 
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Sont considSrees conune des reactions electro- 
suivies 1 ' electro-dSposition, de metaiix ou de polymSres 
(poly-Slectrolytes) , I'Slectro polymerisation de 
precurseurs de polymdres conduct eurs (pyrrole, aniline, 
5 thiophdne, EDOT...) , ou encore de phenols, d' ethylene 
diamine et plus gSnSralement de diamines...etc . 

La garniture peut aussi avoir lieu par voie 
electrochimique lorsqu'elle est simplement amorcee ou 
initiee par 1 ' application d'un potentiel adapte k la 

10 plage consider^e. 

Dans un milieu de garniture a reaction electro- 
initiSe, la garniture n'est amorcee que lorsque la 
tension appliquee aux plages conduct rices du support 
depasse un seuil. Ce seuil est li4 au milieu, c'est-S- 

15 dire au matSriau de garniture que I'on veut former ou 
d^poser, de la nature d'lzn solvant utilis6 . pour 
rSaliser la solution electrochimique ou contenant le 
milieu de garniture et introduit dans la solution 
electrochimique, et k la nature chimique des plages 

20 conductrices du support. Le processus de d6p6t est 
cependant essentiellement chimique, Ainsi la formation 
de la garniture se poursuit m§me aprds avoir elimine la 
tension de polarisation, c'est-^-dire lorsque le 
circuit §lectrique ext^rieur au bain Electrochimique a 

25 €t€ ouvert. 

Dans le cas d'une garniture par voie electro- 
initiee, la croissance du revetement de garniture sur 
la plage de garniture demarre pour un potentiel appele 
potentiel ou tension seuil de garniture. La garniture 

30 se fait de maniere optimum pour une tension appelSe 
tension de saturation. La difference entre cette 
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tension de saturation et la tension seuil de garniture 
est appelee largeur de potentiel de garniture. 

Pour atteindre ces buts, il est prSvu selon 
1' invention, un support de garniture comprenant une 
5 plurality de plages conductrices formfies sur un 
substrat associSes a un plot d'adressage commun sur 
lequel est applique une tension par une source externe 
et des moyens de selection d'au moins un premier groupe 
de plages a garnir par voie electrochimique parmi la 

10 plurality de plages. Les moyens de selection comportent 
des moyens de decalage de la tension de polarisation 
qu'il convient d'appliquer a un plot d'adressage commxin 
pour obtenir un depot au niveau d'un premier groupe de 
plages electriquement couplees au plot d'adressage 

15 commun sans en obtenir sur un second groupe de plage 
plages Electriquement couplE au mSme plot d'adressage 
commun . 

II est pr6cis6 qu'un groupe de plages peut ne 
comprendre qu'une plage, 

20 Pour obtenir ce r^sultat on peut selon une 

premiere variante de 1' invention rSaliser les plages 
conductrices du premier groupe avec un premier mat^riau 
conducteur et les autres plages avec un second materiau 
conducteur. Ce moyen de dgcalage est applicable lorsque 

25 le materiau de garniture necessite pour le depot des 
tensions de polarisation qui sont differentes lorsque 
la plage conductrice est realisee dans des matgriaux 
dif f erents . 

Selon une seconde variante de 1 ' invention on 
30 prevoit des moyens de decalage de tension connect 6s 
entre le plot d'adressage commun et au moins une plage 
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S adresser. Ces moyens de dgcalage sont utilises pour 
modifier par rapport k la source le potentiel appliquS 
au niveau de la plage, 

A toutes ces fins 1' invention est relative a un 
5 support de garniture comprenant une plurality de plages 
conductrices formees sur un siibstrat, associees un 
plot d'adressage commxin et ^ des moyens de selection 
d'au moins une plage k garnir par voie ^lectrochimique, 
parmi la pluralite de plages, caracterise en ce que les 

10 moyens de selection comportent des moyens residents de 
decalage d'une tension de polarisation qu'il convient 
d'appliquer au plot d'adressage commun pour obtenir xin 
d§p6t au niveau d'un premier groupe de plages 
Slectriquement couplSes au plot d'adressage commun sans 

15 en obtenir sur un second groupe de plages 
61ectriquement couplS au meme plot d'adressage commun. 

Comme expliqu§ ci dessus les moyens de decalage 
de la tension k appliguer au plot d'adressage commxm 
sont dans une forme de realisation, const itues par le 

20 fait que les plages conductrices sont constitutes par 
un premier mater iau conducteur, les plages du second 
groupe Stant constitutes par un second mattriau 
conducteur different du premier materiau. 

Les premier et second materiaux conducteurs 

25 sont par exemple constitues par des materiaux semi 
conducteur de m§me nature ayant des dopages differents 
ou par des conducteurs difftrents. 

Selon I'une des variantes de realisation comme 
explique plus haut, les moyens a decalage de tension 

30 comportent des moyens ^ seuil comportant au moins une 
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diode connectSe entre le plot d*adressage commun et le 
chacime des plages du second groupe. 

La diode est polarisge par exemple, dans le 
sens passant du plot d'adressage commun vers au moins 
5 une plage conductrice. 

Selon un mode de realisation dans lequel les 
plages d'un second groupe de plages conductrices sont 
gamies par une garniture electro- initiee , les moyens 
de decalage comportent au moins une resistance 

10 electrique de valeur (R) suffisante pour interdire la 
garniture des plages du second groupe sous 
1' application au plot d'adressage commun d'\ine tension 
autorisant la garniture des plages du premier groupe. 

Les moyens residents de decalage d'une tension 

15 de polarisation peuvent comprendre au moins une 
resistance et au moins une diode en serie. 

La plage garnie peut comprendre un element 
choisi de garniture afin de former une plage de test 
chimique, ou une plage de test biologique, ou une plage 

20 d'accrochage d'un materiau fusible, ou une plage de 
contact electrique, ou une plage de contact mScanique, 
ou une membrane, ou une masse sismique d'un 
accSleromStre ou encore une armature de condensateur . 

Lorsque le substrat est semi-conducteur _d'un 

25 premier type de conductivity, il peut comprendre, une 
pluralite de regions dopges d'un second type de 
conductivity, chaque region dopee du second type de 
conduct ivite etant reliee ^ au moins une plage 
conductrice const ituant une surface du substrat, les 

30 regions dopees du deuxidme type de conductivity formant 
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avec le sxibstrat des moyens de dScalage de tension S 
diodes. 

L' invention est figalement relative a un procedS 
de realisation d'un support comportant des plages 
5 conductrices gamies, dans leguel on met en contact les 
plages du support avec au moins un milieu contenant un 
materiau de garniture, ou un precurseur d'un materiau 
de garniture, at on applique au moins une tension de 
polarisation entre un plot d'adressage commun et une 
10 electrode de reference, precede caract^rise en ce que 

on realise des plages conductrices du support 
avec un premier materiau conducteur et d'autres avec xin 
second mat6riau conducteur, ou 

on realise sur le support des moyens de 
15 dicalage de tension disposes entre le plot commun 
d'adressage et des premieres plages, en sorte que une 
tension appliquee au plot d'adressage commun 
corresponde Sl une premidre valeur de tension sur les 
premieres plages et k une seconde valeur de tension sur 
20 les secondes plages 

on appliqpie au plot d'adressage commun une 
tension suffisante pour initier la garniture des 
premieres plages, et insuffisante pour permettre la 
garniture des secondes plages conductrices. 
25 De preference le materiau de garniture, ou le 

precurseur du materiau de garniture conduit pour I'une 
au moins des plages a une garniture electro- initi^e . 

De preference on utilise un support dans lequel 
les moyens a decalage de tension sont des moyens a 
30 seuil, et on effectue une garniture par voie electro- 
suivie ou Slectro-initiee . 
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Dans un mode de realisation du proced§ on 
utilise un support dans lequel les moyens Si decalage de 
tension comportent au moins une resistance et on 
effectue \ine garniture par voie Slectro-initiSe . 
5 De prSfSrence lorsque le mat^riau de garniture 

est electro-initie et en particulier electro -greffg, 
on applique la tension de polarisation en effectuant au 
moins un balayage entre un seuil infer ieur et une 
valeur de tension de polarisation excedant un seuil de 

10 garniture. 

Lorsque la reaction est electro- initiee, des 
balayages successifs de la tension de source pour 
obtenir au niveau de la plage, vine tension variable 
entre un seuil infgrieur et un seuil super ieur qui 

15 seront definit plus loin, permettent de rendre plus 
dense la couche de garniture, A chacjue balayage une 
reaction peut §tre initiee sur des emplacements des 
plages conductrices rest^es vierges de garniture lors 
des balayages precedents. Les emplacements d'une plage 

20 oil ont lieu des greffages electro- initios sont encore 
designes par "sites". Un nombre suffisant de balayages 
permet d'atteindre une saturation des sites permettant 
d' obtenir une garniture homogdne mSme s'il existe une 
dispersion dans les moyens de decalage utilises pour 

25 les plages devant recevoir la meme garniture. On veut 
dire par la que tous les sites possibles de garniture 
ont ete inities. La dispersion de tensions induites, au 
niveau des plages devant etre garnies, doit etre telle 
que les ecarts de tension au niveau de chaque plage 

30 provoques lors de 1' operation de garniture restent 
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faibles devant la largeur de potentiel de garniture en 
cours . 

Dans un mode de realisation du proced6 de 
garniture selon 1' invention, on forme une garniture de 
5 passivation dans au moins une premiSre fitape de 
proc6d6, par mise en contact des plages conduct rices 
avec un premier milieu et lors d'une 6tape subsequente 
de garniture, on met en contact les plages conductrices 
avec un second milieu, pour garnir des plages laissees 
10 vierges lors de la premiere 6tape de garniture, ou 
d'une 6tape de garniture precedente. 

Le fait de former une garniture de passivation 
rend les plages dej^ garnies ^lectriquement isolantes 
et done insensibles aux traitements ulterieurs de 
15 garniture. II est ainsi possible d'appliquer des 
tensions de polarisation m§me supSrieures pour initier 
la croissance d'une garniture pour des plages avec un 
seuil de garniture plus gleve. Dans un milieu de 
garniture different, une nouvelle garniture peut aussi 
20 Stre provoquee avec une tension Sventuellement 
inferieure a celle requise pour les garnitures 
precSdentes . 

On rappelle que la garniture d'une plage 
conductrice est possible dds que la tension - de 

25 polarisation appliquee au plot d'adressage commun est 
superieure a un seuil de tension determine par les 
moyens de decalage de tension, Ce seuil est 
eventuellement augmente d'un seuil supplementaire 
propre aux mat^riaux de garniture a croissance glectro- 

30 initiee. 
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Dans \m mode de realisation du precede de 
garniture selon 1' invention, on met en contact les 
plages conductrices avec au moins xin milieu adapts Sl 
une garniture electro- initiee, comprenant au moins \an 
5 compost choisi parmi les monomeres vinyliques, les 
monomeres cycliques clivables par attaque nucleophile 
ou glectrophile, des sels de diazonium, des sels 
d'iodonium, des sels de sulfonium et des sels de 
phosphonium, et un melange des composes precedents. 

10 Dans un mode de realisation du procede de 

garniture selon . 1 ' invention, on met en contact les 
plages du support avec au moins un milieu adapte ^ une 
garniture electro- suivie, comprenant au moins un 
compose choisi parmi un sel metalligue ou un poly- 

15 electrolyte, ou un prScurseur de polym^res conducteurs 
(pyrrole, aniline, thiophSne, EDOT, ac6tyldne, et 
d6riv6s) ou une molecule pouvant §tre electro- 
polymerisge (phenols, naphtols,..., Ethylene diamine, et 
plus gengralement les diamines et en particulier les 

20 alkyl diamines,. ..etc) . 

II a 6te dit plus haut que les moyens de 
d€calage de la tension de polarisation sont residents 
sur le support. On veut dire par Ik, que ces moyens 
sont presents sur par exemple une puce finie ou biopuce 

25 ou une structure electromecanique micro-usinees sur 
silicium incorporant le support, mSme si ces moyens 
n'ont servi qu'a la fabrication de la puce, ou biopuce 
ou structure electromecanique micro-usin^es sur 
silicium, et ne servent pas Sl son utilisation ou son 

30 f onctionnement . 
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Lorsgue le precede 61ectrochimique utilise est 
filectro-suivi, le seuil de conduction des diodes 
reliant certaines plages au plot d'adressage conunun 
peut permettre d'empScher le passage du courant 
5 Slectrochimique nficessaire pour obtenir la garniture 
sur ces plots. 

Lorsque le precede elect rochimique utilisS est 
electro- initio, le seuil de conduction des diodes 
reliant certaines plages au plot d'adressage comm\m 
10 permet de ditninuer la valeur du potent iel obtenue au 
niveau de ces plages empechant la formation de la 
garniture . 

Dans les deux cas, la garniture est bloquee sur 
les plages relives S travers une diode si les deux 

15 conditions suivantes sont remplies : le potent iel de 
polarisation appliquS au niveau de la source reste 
infSrieur a la somme du potentiel de seuil de demarrage 
de la garniture et du potentiel de seuil de conduction 
des diodes ; le courant de fuite des diodes est 

20 nettement inferieur au courant elect rochimique typique 
utilise pour la garniture. De plus, pour atteindre des 
conditions optimum de garniture sur les plages relifes 
directement au plot d'adressage commun, les diodes sont 
choisies pour que leur seuil de conduction soit au 

25 moins de 1 ' ordre de grandeur de la largeur de potentiel 
de garniture de la reaction consideree. 

II est ainsi possible au moyen de une ou 
plusieurs diodes placees en serie, de creer un seuil de 
tension entre des plages connectees par exemple 

30 directement a un point d'adressage commun et des plages 
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connectSes a ce meme point d'adressage commum au 
travers de diodes. 

Pour une plage et un type de garniture donn^es, 
le courant Slectrochimique maximum pouvant Stre obtenu 
5 sans dSclencher la reaction Slectro-initige etant 
connu, une resistance est considSrSe comme moyen de 
decalage de tension si elle provoque pour ce courant 
line chute de potentiel significative, idealement 
superieure, a la largeur de potentiel de garniture, 

10 Ceci permet de distinguer les resistances eiectriques 
utilisees comme moyen de d6calage de la tension et les 
resistances d'accds qui correspondent a la resistance 
de cablage des moyens d'adressage electrique. Ces 
dernidres resistances doivent presenter des valeurs 

15 trSs nettement inferieures k la valeur minimum d'une 
resistance de decalage. 

D'autres caracteristiques et avantages de 
1' invention ressortiront de la description qui va 
suivre, en reference aux figures des dessins annexes. 

20 Cette description est donnee a titre purement 
illustratif et non limitatif. 

brSve description des dessins 

La figure lA est une representation schematiqpae 
simplifiee d'un support de garniture plonge dans un 
25 bain k trois electrodes. 

La figure IB est une representation schematique 
simplifiee d'un support de garniture conforme a 
1' invention et d*un circuit eiectrochimique de 
garniture realise avec un tel support. 
30 La figure IC est une coupe transversale 

schematique d'un exemple de realisation de 1' invention. 
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La figure ID est line coupe transversale 
schematigue d'un exemple de r6alisation de 1' invention. 

La figure 2 est un diagramme indiquant, en 
fonction d'une tension de polarisation appliguee ^ une 
5 plage conductrice d'un support de garniture, le courant 
Slectrochimique traversant un circuit Slectrolytique de 
garniture. 

La figure 3 est une modelisation du circuit 
electrique decrivant le circuit electrochimique 
10 complet. 

Les figures 4 et 5 sont des diagrammes 
indiquant des modifications du diagramme de la figure 
2, provoquees en appliquant la tension de polarisation 
k un plot d'adressage commun d'un support conforme k 
15 1 ' invent ion . 

Les figures 6^9 sont des diagrammes 
indiquant 1' evolution d'un courant Electrochimique dans 
un milieu de garniture Slectro-initie lors d' Stapes 
successives d'un proc6d6 de garniture d'un premier type 
20 de support conforme k 1' invention. 

Les figures 10 a 13 sont des diagrammes 
indiquant 1' evolution d'un courant electrochimique dans 
un milieu de garniture Slectro-initiS lors d'etapes 
successives d'un procede de garniture d'un deuxieme 
25 type de support conforme k 1' invention. 

La figure 14A est une representation 
schematique d'une coupe transversale d'une realisation 
particuliere d'un support de garniture conforme S 
1 ' invention 

30 La figure 14B represente une vue de dessus de 

ce mSme support . 
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La figure 14c est une coupe transversale 
schematigue d'un assemblage de deux supports de 
garniture conforme S 1' invention. 

5 EXPOSE DETAILLE DE MODES DE REALISATION 

PARTICULIERS 

Dans la description qui suit, des parties 
identiques, similaires ou Squivalentes des differentes 
figures sont reperees par les memes signes de reference 
10 pour faciliter le report entre les figures. Par 
ailleurs, et dans un souci de clarte des figures, tous 
les elements ne sont pas representes selon une 6chelle 
uni forme. 

En reference ^ la figure lA un exemple de 

15 montage en lui-mSme connu utilisS pour r6aliser un 
support 10 est de preference un montage a trois 
electrodes. Le montage comprend une cuve 36, contenant 
un bain 34. Sont plonges dans le bain 34, le support 10 
relie S une Electrode de travail 37, une Electrode de 

20 reference 32, et une centre Electrode 31. Un 
potentiostat 35 est reliS k 1' Electrode de travail 3 7 
connect^e au support 10, k 1' Electrode de r6f§rence 32 
et k la centre -electrode 31. Dans le montage k 3 
electrodes utilise, les potentiels sont mesures par 

25 rapport & 1' electrode de reference 32. 

Le montage peut aussi n'etre qu»^ deux 
electrodes (electrode de travail et contre-eiectrode) 
et dans ce cas les potentiels V sont references par 
rapport k la centre electrode 31. 

30 Un circuit eiectrochimique 33 est constitue par 

le potentiostat 35, les electrodes 31, 37 et 32 ou dans 
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certain cas les Electrodes 31 et 37 seulement, le bain 
34, le support 10 et les connexions entre ces SlSments 
comme represents sur la figure lA. 

On applique un potent iel au support 10 soit par 
5 un montage a 3 electrodes, soit par un montage k 2 
Electrodes de fa<?on a ce que ce potentiel soit Egal S 
une valeur V donnEe par rapport S une rEfgrence. La 
reference 35 indique un potent iostat pour la 
realisation d'un montage de preference k 3 electrodes. 

10 La figure IB montre un support de garniture 10 

particulier, conforme a 1' invention plonge dans une 
cuve 36 contenant le bain 34. 

Le support de garniture 10 comprend une 
pluralite de plages conductrices 12 menagEes sur un 

15 substrat 14. Les plages 12 sont susceptibles de 
recevoir une garniture par voie Electrochimique . Dans 
I'exemple illustrS, les plages conductrices 12 sont 
identiques les unes aux autres et disposees selon un 
motif de distribution ordonne . La distribution et la 

20 forme des plages conductrices 12 peuvent cependant St re 
trSs variables. L' ensemble des plages 12 est 
electriquement relie par une electrode commune 11 S un 
plot d'adressage commun indiquE symbol iquement avec la 
rSfSrence 18 sur la figure lb. Chacune des plages 12 

25 est Electric[uement en sSrie avec un ou plusieurs 
composants 2 0 destines a dScaler la tension de 
polarisation obtenue sur la plage 12 consideree lorsque 
le support 10 est connecte dans un circuit 
electrochimique 33. Les composants 20, dans leur 

30 ensemble, font partie de moyens destines a sElectionner 
une ou plusieurs plages 12 a garnir. Les composants 
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comportent une ou plusieurs diodes 13, et/ou une ou 
plusieurs resistances §lectrigues 15. Plusieurs diodes 
13 peuvent Stre connect^es en sSrie entre elles. De 
mSme une ou plusieurs diodes 13 peuvent Stre connectees 
5 en sSrie avec une ou plusieurs resistances Slectrigues 
15. 

La composition du bain elect rochimique peut 
etre largement variable en fonction du type de 
garniture que I'on souhaite former sur les plages 

10 conductrices . Comme indique dans la premiere partie de 
la description, on distinguera les milieux adapt§s a 
une garniture electro-initiSe et les milieux adaptes a 
une garniture electro-suivie . 

Dans un milieu de garniture k reaction Slectro- 

15 suivie, la garniture est amorcSe dds que le courant qui 
circule dans le circuit Slectrochimique est non nul 
aussi faible soit-il. En revanche la croissance de la 
garniture est automat iquement inter rompue lorsque le 
circuit Slectrique est ouvert. 

20 Dans un milieu de garniture k reaction electro- 

initifie, la garniture n'est pas amorcSe lorsque le 
courant commence a circuler. La garniture n'est amorcSe 
que lorsque la tension appliquSe aux plages 
conductrices du support depasse un seuil. Contrairement 

25 aux reactions ^lectro-suivies , il existe iine gamme de 
potentiels inferieurs au potentiel seuil ou le courant 
circule mais I'on n'a pas de croissance de garniture. 
Ce seuil est lie au milieu, c'est-a-dire au mat^riau de 
garniture que I'on veut former ou deposer, de la nature 

30 d'un solvant utilise pour realiser la solution 
eiectrochimique ou contenant le milieu de garniture et 
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introduit dans la solution ^lectrochimique, et S la 
nature chimique des plages conductrices du support. Le 
processus de depot est cependant essentiellement 
chimique. Ainsi la formation de la garniture peut se 
5 poursuivre meme aprSs avoir SliminS la tension de 
polarisation, c'est-&-dire lorsque le circuit 
glectrique ext^rieur au bain ^lectrochimicjue a ete 
ouvert . 

Les figures IC et ID, illustrent un exemple de 

10 realisation de 1' invention. 

Dans ces examples de realisation, le support 10 
comporte un subs t rat semi- conduct eur 14 sur lequel des 
plages 12 conductrices sont menagees sur une premidre 
face 101 du support 10. Une face 102 opposSe k la 

15 premiere face 101 du substrat semi-conducteur 14, 
comporte un plot d'adressage commun 18. 

Selon tone premidre forme de realisation 
illustrSe figure IC, le plot 18 se presente sous la 
forme d'une couche conductrice 120. Elle permet de 

20 connecter Slectriquement 1' ensemble des plages 
conductrices 12 par 1 ' inteinnSdiaire d'une mSme 
resistance d'accSs due a la resistivite du substrat 14, 
les plages 12 Stant toutes equidistantes du plan 
conducteur 120. L' application d'une tension au plot 

25 d'adressage commun 120 permet d'appliquer une tension 
identique sur toutes les plages conductrices 12, 
s implement plus faible en raison de la chute ohmique 
liee au sxibstrat (chute pouvant Stre compensie par la 
source appliquant la tension au plot d'adressage 

30 commun) . Une garniture identique pourra ainsi §tre 
obtenue sur 1' ensemble des plages conductrices 12. 
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Selon une seconde forme de realisation 
illustrSe figure ID, le substrat 14 est rSsistif et le - 
plot d'adressage 18 se prSsente sous la forme d'un plot 
conducteur 121 en une position non gquidistante des 
5 plages conductrices 12 . Le siibstrat prSsente une 
resist ivitS de valeur suffisante pour interdire la 
garniture d'au moins une plage conductrice 12 du 
support sous 1' application au plot d'adressage commun 
121 d'une tension autorisant la garniture d'au moins 

10 une autre plage 12 du support 10. 

La figure 2 est un diagramme, plus precis^ment 
un voltammogramme, indiquant en ordonn^e 1' evolution 
d'un courant electrochimique dans le circuit 33 indigue 
sur les figures la et lb. Le courant est donnS en 

15 fonction d'un potent iel mesurS entre une plage 
conductrice 12 et 1' Electrode de rSfSrence 32.. Ce 
potentiel est reports en abscisse. Ce diagramme ne 
tient done pas compte de 1' existence des moyens de 
selection 20 et done de la difference §ventuelle entre 

20 le potentiel appliquS par le potentiostat 35 et le 
potentiel obtenu sur la plage 12 . Les courant I et 
tension U sont indiqu^s en ^chelle arbitraire. 

Le diagramme de la figure 2, donne a titre 
d' illustration, correspond a un precede de garniture 

25 particulier obtenu par reaction electro- initiee : il 
s'agit de 1 ' 61ectro-gref f age, tel qu'il peut etre 
obtenu par electro-reduction ou electro-oxydation de 
monomeres vinyl iques ou de monomeres cycliques 
clivables par attaque nucleophile ou electrophile, ou 

30 encore par 1 ' electro-reduction ou 1 ' eiectro-oxydation 
de prScurseurs eiectro-clivables (en particulier 
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lorsq[ue leurs produits de reduction ou d'oxydation sont 
des radicaiix) , et notamment 1' 61ectro-r6duction de sels 
de diazonium, de sulfonium, de phosphonium ou 
d'iodonium. L' electro-gref f age de monomeres permet de 
5 fixer de fagon covalente des polymdres sur les plages 
conductrices ou semi - conduct r ices . Ces polymgres 
"poussent" sur la surface a partir du premier monomdre 
electro-r#duit sur la surface, par croissance chimique. 
Seule la premiere etape d'accrochage du premier 

10 monomdre sur la surface est electrochimique, la 
croissance etant purement chimique. On a done bien une 
reaction electro-initiSe . L' electro-gref f age de sels de 
diazonium et analogues conduit - en general - ^ des 
couches qui ne croissent pas. C'est done un cas 

15 particulier d'une reaction electro- initiee, r^duite k 
sa plus simple expression . 

Dans la suite, les tensions sont indic[uges en 
valeur absolue, et sont implicitement celles de 
1' Electrode de travail, mesurSes par rapport S une 

20 electrode de rSf^rence, Comme indique plus haut, elles 
ne correspondent k la tension ef f ectivement appliquee 
experimental ement que dans le cas d'un montage a 3 
Electrodes (la chute ohmique dans le circuit 
electrochimique etant supposee compensee par le 

25 potentiostat) • Dans le cas d'un montage a 2 electrodes, 
il aura fallu imposer un tension V differente de V, 
non mentionnee sur le graphique. Leur polarite, 
constante pour une garniture donnee, est appel^e 
polarite de la garniture. 

30 Lorsque la tension de polarisation est comprise 

entre une valeur nulle et une valeur de dSmarrage Vs, 
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un courant Slectrique tres faible, voire indStectable, 
traverse le circuit. En tout Stat de cause, ce courant 
est insuffisant pour produire un dSpot detectable a 
posteriori par des moyens d' analyse des surfaces. On 
5 considSrera, de ce fait et 6tant donnS les objectifs 
recherchSs, que la copolymerisation considSrSe ici est 
une reaction electro-initiSe qui n'a lieu qu'a partir 
d'une tension de polarisation minimale. 

A partir de la tension de demarrage, et jusqu'^ 

10 une tension de seuil de garniture Vg un courant faible 
circule dans le circuit electrochimique . Ce courant ne 
traduit cependant pas necessairement un phenomdne de 
garniture. II correspond k des reactions parasites 
concurrentes qui promeuvent essentiellement une chimie 

15 coupl6e se dSroulant en solution, et ne dSlivrant done 
pas de d6p6t organique signif icatif . 

En effet, le courant 61ectrochimic[ue traversant 
le circuit n' est pas exactement corr616 k la croissance 
d'un matSriau de garniture sur les plages conductrices . 

20 Le courant Electrochimique traduit au moins deux 
phSnomSnes distincts et concurrents. Un premier 
phenomdne est le phenomdne recherche et correspondant ^ 
la formation de la garniture sur les plages 
conductrices. Un autre phenomene correspond- a la 

25 formation parasite de polymeres dans le bain 
Electrochimique, independamment du support de 
garniture. Les polymeres ainsi formes se fixent 
eventuellement sur les plages conductrices par sorption 
physique mais leur fixation n'est pas stable, ils sont 

30 elimines par ringage. 
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La garniture proprement dite s'etablit k partir 
de la tension de seuil Vg. On dSsigne par Vsat un 
potentiel appelS "potentiel de saturation", cjui est en 
general supgrieur au potentiel de pic Vp. Ce potentiel 
5 est un potentiel li partir duquel I'epaisseur de 
mat^riau greffS ne change pas avec le temps 
d* application de la tension S la plage conduct rice. 
Ladite Spaisseur est la limite asymptotique de 
I'epaisseur maximale que I'on peut obtenir dans un bain 

10 elect rolytique donne. Ce potentiel correspond aussi a 
une valeur minimale pertnettant, a partir de balayages 
voltamm^triques de potentiel effectues entre xine valeur 
inferieure ou egale a Vg et une valeur d'arrSt 
sup^rieure ou egale ^ cette valeur minimale Vsat, 

15 d' obtenir des courbes -une courbe par valeur d'arrSt- 
donnant I'gpaisseur du film en fonction du nombre de 
cycles, par exemple en conditions voltamm^triques ou en 
multicr^neaux, les differentes courbes obtenues 
presentant toutes cette meme asymptote, indSpendante de 

20 la valeur exacte du potentiel d'arrSt utilise. C'est 
aussi le potentiel minimal avec lequel, moyennant un 
nombre de cycles voltammfitriques suffisant entre une 
valeur infSrieure ou egale a Vg et superieure ou Sgale 
a Vsat, on parvient k saturer les sites metalliques des 

25 plages conductrices en chaines polymeres electro- 
greffees. Dans I'intervalle de tension compris entre Vg 
et Vsat, le phenomene de garniture est predominant. Get 
intervalle est appele la largeur de potentiel de 
garniture . 

30 En augmentant encore la tension de 

polarisation, au-del^ de Vsat, le phenomSne de 
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garniture des plages conductrices devient minoritaire 
par rapport ^ d'autres phSnomdnes concurrents tels que 
la formation de matSriaux en solution dans le bain 
glectrochimique, mais le depot de polymdres 61ectro- 
5 greffes k la surface se stabilise. 

Ainsi, la polarisation des plages S gamir est 
id^alement maintenue au moins §gal au potentiel de 
saturation Vsat. 

Les reactions 61ectro-suivies , quant k elles, 

10 ont en commun de provoquer la formation d'un depot (non 
greffe dans le cas des depots organiques) , dont la 
quantite de matiere - done en general I'epaisseur - est 
proportionnelle a la charge (integrale temporelle du 
courant 61ectrique) pass6e dans le circuit pendant le 

15 protocole. Le garniture demarre en mSme temps que le 
courant et s'arrSte avec le courant. 

La figure 3 modSlise le circuit d'adressage vu 
par une plage conductrice. Pendant la phase de 
garniture, le potentiel V existant entre une plage 

20 conductrice 12 k garnir et 1' Electrode de reference 32 
depend du courant circulant dans les diffSrentes 
impedances constituant le circuit d'adressage. 

Pour comprendre 1 • importance des diffgrents 
parametres et leurs consequences possibles sur la 

25 garniture, il est necessaire d* analyser les effets des 
diff^rentes impedances presentes dans ce circuit. 

Le modele utilise comporte en premier lieu une 
resistance R 3 22 prenant en compte la chute de 
potentiel due a 1' electrode commune 11. Par rapport a 

30 la figure lb, il s'agit, pour une plage donnee, de la 
resistance due a la longueur de la ligne 11 joignant 
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cette plage 12 au point de raccordement commun 18. 
Cette resistance est variable suivant les differentes 
longueurs de ligne. Le courant Ic traversant la 
resistance 322 plac^e entre la source 35 et une plage 
5 conductrice 12 est la somme des courants 
eiectrochimigues. II induit une chute de potentiel : 

6V = R . Ic 

Ce courant presente un maximum Im au niveau du 
potentiel de pic Vp pour le domaine utilise. Si I'on 

10 suppose que I'operateur impose un potentiel V = Vsat + 
5vsat, alors tant que la ddp 6vsat est grande devant la 
chute de potentiel maximum due a la resistance R, soit 
Svmax = R . Im, le voltammogramme, done la zone de 
potentiel de greffage, est peu modifie par la presence 

15 de la resistance. En d'autres termes, tant que SVmax < 
6vsat, le potentiel est partout superieur a Vsat, et le 
film depose par reaction electro- initiee est partout de 
la meme epaisseur, quelle que soit la cartographie de 
chute ohmique locale sur 1' electrode de travail. Cette 

20 condition est remplie quand la valeur de la resistance 
en serie R est faible devant 1' impedance dif f erentielle 
Rg de traitement du plot definie par 

Rg = (Vp-Vg) / Im 
De maniere generale, la resistance R est une 

25 resistance equivalente determinee k partir de la chute 
de potentiel le long de 1' electrode commune 11 entre la 
plage conductrice a garnir et la source 35, calcuiee 
pour la valeur maximum de courant la traversant divisee 
par le courant necessaire pour traiter la plage. Pour 

30 le calcul de cette resistance R, on doit en particulier 
tenir compte de I'effet des courants necessaires pour 
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le traitement simultane des autres plages. Cette 
resistance R est appelSe resistance d'accSs ou 
resistance d' electrode de la plage. 

D' autre part, le courant eiectrochimique 
5 maximum Im correspond a une density de courant par 
iinite de surface S greffer. 11 est done proportionnel S 
la surface de la plage. Cette density de courant permet 
de definir par analogie une resistance surfacique 
dif f erentielle de traitement caracteristique du precede 

10 electrochimique utilise. 

Un premier ordre de grandeur de la resistance i 
ne pas depasser pour la resistance d'acces R peut etre 
donne par I'approche suivante . La valeur typique 
mesuree pour le greffage, de la density de courant est 

15 de 1' ordre de 1 mA/cm2 . Pour des plages de 100 \xm de 
cote ceci correspond §l un courant de 100 nA. La largeur 
typique de la zone de greffage AV est de 1' ordre de 300 
mV. Ceci donne une impedance dif f erentielle de greffage 
Rg de 1' ordre de 3 MQ. Pour des plages conductrices qui 

20 seraient individuellement alimentees par une electrode 
de resistance R, tant que cette resistance R est faible 
devant cette valeur, la chute ohmique due a 1' electrode 
commune 11 n'a pas d'effet sur la garniture. La 
generalisation s'effectue en remplagant la resistance R 

25 par la resistance d' electrode de la plage citee plus 
haut - 

La figure 4 est un autre voltammogramme etabli 
en fonction d'une tension Vr mesuree non plus sur les 
plages conductrices 12 mais sur le plot 18 d'adressage 
30 commun. II tient ainsi compte de 1' influence des moyens 
de selection 20. 
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Le voltammogramme de la figure 4 est 4tabli 
dans les memes conditions que celui de la figure 2, 
dans le cas particulier oH les moyens de selection sont 
des moyens 1 seuil, et en 1' occurrence une diode. Pour 
5 faciliter la comparaison entre les courbes des figures 

2 et 4, la courbe de la figure 2 est rappelSe en trait 
discontinu sur le diagramme de la figure 4. 

Pour modeliser l»effet de la diode ,13 
intercalee entre 1' electrode commune 11 et la plage 

10 conductrice 12, il est nScessaire de revenir sur le 
modele electrique propose figure 3 en examinant les 
effets transitoires correspondant S 1 ' Stablissement du 
potentiel, Dans un modele tres simple, la mod^lisation 
du voltammogramme de la figure 4 peut Stre obtenue ^ 

15 partir d'un circuit Electrique comportant une diode 
fictive 316, de seuil Vs associee ^ une resistance en 
serie Rg 326, permettant de rendre compte de la pente 
du voltammogramme. La diode 13 utilisSe comme moyen de 
dScalage peut Stre modSlisSe par lane diode parfaite 306 

20 associee a une resistance 312 Rd en parallSle 
permettant de rendre compte des courants de fuite. Le 
module suppose que le courant electrochimique avant le 
seuil Vs est infSrieur au courant de fuite de la diode 

3 06 intercalee . 

25 A partir d'une situation initiale ou tous les 

potentiels sont nuls, la croissance du potentiel Vr 
applique au niveau de la source 3 5 se traduit par 
1' apparition d'un faible courant de fuite a travers la 
resistance Rg permettant de charger electriquement la 

30 plage conductrice 12 : le potentiel V au niveau de la 
plage conductrice 12 est egal au potentiel Vr. Tant que 
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ces potentials restent inferleurs au seuil Vs, il n»y a 
pas de reaction 61ectrochimic3[ue . Lorsque les potentials 
V et Vr atteignent la valeur Vs, il y a apparition d'un 



5 essentiellement de la chimie en solution, Ce courant 
cree un decalage entre Vr et V provenant de la 
resistance Rd. Le potent iel V au niveau de la plage 
conductrice est done inf§rieur au potentiel Vr appliqu6 
par la source. Cette difference a pour valeur 
10 asymptotique Vd qui correspond au seuil de conduction 
de la diode. Pour des resistances de fuite elevee, 
1' asymptote est atteinte avant que le courant ne soit 
suffisant pour declencher la garniture. 



15 d^calSe, et plus precisement translatee d'une valeur 6v 
6gale a Vd vers des valeurs de tension plus elevees. Le 
dScalage 8v correspond au seuil de conduction d'une ou 
de plusieurs diodes en sSrie qui forment les moyens de 
dScalage . 

20 Dans un bain electrochimique contenant une ou 

plusieurs especes de materiaux de garniture, avec ou 
sans seuil de garniture, il est done possible 
d'autoriser s61ectivement la garniture de certaines 
plages depourvues de moyens de decalage ou pourvues de 

25 moyens de decalage de faible amplitude, tout en 
interdisant la garniture d'autres plages associSes k 
des moyens de decalage de plus forte amplitude. 
L' amplitude du decalage est li€e au seuil de conduction 
des diodes. L' application d'une tension identique Vr 

30 par la source se traduira par des tensions V locales 
differentes declenchant ou ne d^clenchant pas la 



premier 



courant 



Electrochimique 



provenant 



On observe done bien que la nouvelle courbe est 
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garniture selon le choix de la valeur maximum de 
polarisation. Par exemple, si un premier groupe de 
plages n'est pas associe k des moyens de decalage et 
qu'un second groupe de plage est associ^ des diodes 
5 de seuil Vd supSrieur k Sv, une tension appliquSe de 
valeur maximum Vsat permettra la garniture du premier 
groupe de plages mais ne sera pas suffisant pour la 
garniture du second groupe de plages* 

Les plages de garniture non encore garnies 

10 peuvent I'Stre ult^rieurement dans un bain identique ou 
different sous 1 ' application au plot d'adressage commun 
d'une tension de polarisation depassant le d§calage de 
tension et permettant le cas ech#ant de vaincre le 
seuil de garniture des espSces de garniture prSsentes* 

15 lis convient ici de ne pas confondre les seuils de 
garnitures Vg des espSces adaptees a une garniture par 
voie electro- initi^e et les seuils de conduction 8v ou 
Vd des diodes formant les moyens de dScalage. 

Si le bain 61ectrochimic[ue suivant est 

20 different, les seuils de garniture Vg peuvent gtre plus 
faibles que ceux du premier bain.. Une garniture des 
plages conductrices non encore garnies peut avoir lieu 
sous 1 ' application d'une tension de polarisation 
eventuellement plus faible que celle prec§demment 

25 appliquee. Les plages dej^ garnies ne sont plus 
affectees par la nouvelle polarisation lorsque le 
rev§tement de garniture sature la surface disponible, 
ou lorscjue ce revetement est ^lectriquement isolant. 

Si le support de garniture est maintenu dans le 

30 m§me bain contenant Sgalement des especes de garniture 
avec un seuil superieur, les plages non encore garnies. 
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ou au moins certaines d'entre elles peuvent §tre 
garnies en applicjuant au plot d'adressage cotntnun une 
tension suffisante. Cette tension est alors notamment 
suffisante pour vaincre le decalage de tension 8v et 
5 atteindre ou depasser la tension de seuil de garniture 
Vg de I'espece que I'on souhaite deposer. 

L' association de differentes plages de 
garniture a differents moyens de selection ^ seuil, 
avec des seuils differents, permet done bien de 

10 distinguer diff§rentes families de plages conductrices 
pouvant etre garnies s^lectivement . 

La figure 5 indique un autre voltammogramme 
6tabli §galeTnent en fonction d'une tension Vr mesuree 
entre I'Slectrode de reference 32 et le plot 18 

15 d'adressage commun. Le voltammogramme de la figure 5 
tient done compte aussi de 1' influence des moyens de 
selection 20. 

Le voltammogramme de la figure 5 est comparable 
S celui de la figure 4. II est Stabli pour une plage 

20 conduct rice dans les m§mes conditions que celui de la 
figure 2, a 1' exception du fait que les moyens de 
selection sont des moyens sans seuil. II s ' agit en 
1' occurrence d'une r6sistance 15- Pour faciliter la 
comparaison entre les courbes des figures 2 et 5, la 

25 courbe de la figure 2 est rappelee en trait discontinu 
sur le diagramme de la figure 5. 

L'effet de la resistance intercalee a dSj^ ete 
gtudi§ indirectement lors de la description de l'effet 
de 1' electrode commune 11. 

30 On observe que la nouvelle courbe est ^galement 

decalee. II ne s'agit cependant pas d'un decalage en 
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translation, conune pour la figure 4, mais d'un decalage 
proportionnel au courant §lectrolytique I. II en 
rSsulte xine deformation de la courbe en fonction de la 
tension de polarisation. De fagon plus precise le 
5 decalage 6v entre la courbe representee figure 2, et la 
courbe resultant de 1 • introduction d'un moyen de 
decalage sous forme d'une resistance 15, comme 
represents en trait plein figure 5, est tel que 5v= R x 
I oxi R est la valeur de resistance des moyens de 

10 decalage. Pour un courant faible ou nul, le decalage 
est inexistant. Les tensions de seuil Vs des dexix 
courbes de la figure 5 sont ainsi confondues. 

Le decalage 5v introduit par les moyens k 
resistance permet une selection au meme titre que le 

15 decalage introduit par la diode. 

Toutefois, il convient de rappeler que pour des 
matSriaux deposes par reaction Electro- suivie, telle 
qu'une electrolyse par exemple, la garniture demarre 
des qu'un courant non nul circule. Pour ces materiaux 

20 particuliers les moyens de decalage de 1' invention ne 
peuvent pas etre des moyens purement r6sistifs. En 
effet, le decalage 6v par une resistance suppose le 
passage d'un courant signif icatif , or le passage d'un 
courant, meme faible, suffit a provoquer une garniture 

25 electro-suivie parasite sur des plages conductrices non 
select ionnSes . En revanche, les moyens de dficalage 
peuvent §tre k seuil c'est-a-dire comporter un 
composant tel qu'une diode. La selection des plages ^ 
garnir se fait alors par le fait que la tension 

30 appliquSe au plot d'adressage commun depasse ou non le 
seuil de conduction de la diode. 
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II est a noter de toute faq;on qu'il est plus 
difficile d'envisager une resolution spatiale 61ev6e 
avec des techniques d' Slectrochimie conduisant a des 
revStements organicjues dont I'fipaisseur est une 
5 fonction fortement croissante avec le temps de 
traitement et la valeur locale du potentiel, ce qui est 
notamtnent le cas pour les r6actions Slectro-suivies . La 
moindre inhomogeneitS de potentiel, provoquee par les 
diff ^rentes chutes ohmiques par exemple, conduit k des 

10 epaisseurs trds differentes conduisant k des effets de 
bord importants. Par effets de bord on veut dire que la 
garniture n'est pas limitee a la surface de plage 
conduct rice ^ laquelle elle est appliquee, mais deborde 
de cette plage dans des proportions qui sont mal 

15 controlees. 

Le greffage electrochimique a partir de 
reactions Slectro-initiSes utilisant des monomeres tels 
que listSs plus haut permet par contre de rSaliser un 
greffage localise car il est par nature moins sensible 

20 aux inhomogSneites de potentiel, Ce greffage localise 
permet de traiter des supports avec une grande density 
de plages, sans utilisation de masques. 

Dans le cas de 1 ' electrogref f age l*6paisseur du 
rev§tement realise iL partir d'une reaction glectro- 

25 initiee depend de la longueur de la chaine formant la 
molecule du polymere greffe et de la densite de 
greffage • Le procede conduit k une saturation locale 
rapide de I'Spaisseur du revetement permettant de 
limiter les effets de bord. 

30 Seule la density est une fonction dependant de 

la cinStique Electrochimique de la reaction de 
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greffage. Un premier niveau d'homog6n6it§ du revStement 
est obtenu des que le potent iel a la surface de chaque 
plage se trouve dans une fenStre de potentiel 
garantissant une cinStique de greffage minimum. Cette 
5 condition moins contraignante facilite la mise en oeuvre 
pratique d'un adressage utilisant des moyens H 
impedance qui par nature peuvent augmenter les 
inhomog§n€it#s du potentiel . 

Lorsque 1 ' homog6neite en epaisseur est un 

10 parametre critique pour la qualite du rev^tement 
obtenu, les variations de potentiel provoquees par la 
r§sistance interne de 1* Electrode commune 11 ou par la 
dispersion sur les propriet^s des diodes peuvent meme 
Stre compensees en utilisant le precede dans un mode de 

15 saturation : en repetant le balayage de la tension au 
d&lk du potentiel de saturation jusqu'^ obtenir une 
saturation du nombre de sites greff^s, 1' Epaisseur du 
revgtement est une valeur intrinsSque qui ne depend 
plus de la valeur exacte du potentiel local mais juste 

20 de sa presence dans une fen§tre de potentiel. 

Les figures 6^9 sont des voltammogrammes 
illustrant des Stapes successives de garniture d'un 
support. A titre de simplification, on considdre que ce 
support ne comporte que deux families de plages 

25 conductrices notees A et B, associees a des moyens de 
selection sous la forme de moyens de decalage a seuil. 
Plus precisement, on consid^re qu'une premiere famille 
A de plages conductrices est relive au plot 18 
d' adressage commun sans moyens de decalage ou avec des 

30 moyens introduisant un decalage faible, tandis que la 
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deuxidme famille B y est reliee par des moyens 
introduisant un dScalage plus important • 

Les diagrammes des figures 6^9 correspondent 
au greffage Electro- initio d'un mat^riau de garniture. 
5 La figure 6 montre les courbes de 

voltammogramme pour une tension appliquee Vr qui 
correspondraient respect ivement axix devix families de 
plages conductrices A et B. Les courbes sont decalees 
en raison des moyens de decalage. II s'agit ici de 

10 moyens a seuil. Les moyens de decalage sont choisis de 
sorte que le seuil de garniture VgB de la deuxieme 
famille de plages conductrices soit superieur au 
potentiel de saturation VsatA de la premiere famille de 
plages conductrices. Les references VsA, VsB, VgA et 

15 VgB, VsatA et VsatB indiquent respect ivement les seuils 
de demarrage, les seuils de garniture et les potentiels 
de saturation des deux courbes correspondant aux 
families A et B mesures entre 1' Electrode de rSfSrence 
et la source, done tenant compte de la presence de 

20 moyens de decalage diff brents sur les families. 

Dans I'exemple illustrg, 1' application d'un 
potentiel electrochimique Ui n'est pas du type "tout ou 
rien" mais a lieu par balayages successifs entre entre 
une valeur initiale inf6rieure au potentiel de seuil de 

25 garniture VgA et une valeur VsatA, super ieure ^ VgA 
correspondant a la premiere famille de plages 
conductrices. Des que la tension appliquee d^passe le 
premier seuil de garniture VgA, un greffage du materiau 
de garniture est initie sur les plages de la famille A. 

30 En revanche, comme la tension appliquee reste 
inferieure a Vgs, aucune garniture ne se forme sur les 



FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26) 



wo 2004/019385 




•CT/FR2003/050042 



plages de la deuxieme famille B. On rappelle que la 
tension VsatA est inferieure §l la tension VgB. 

Aprds un retour vers z6ro ou en dessous du 
potent iel de seuil VsA de la tension appligu^e, le 
5 processus de garniture se poursuit sur des sites des 
plages conductrices oil un greffage a 6t6 initie, Ce 
phSnomdne n'apparait pas sur les figures dans la mesure 
oil il n'est pas lie a un courant electrochimic[ue dans 
le circuit exterieur au bain de garniture. Pour 

10 multiplier le nombre de sites de greffage, on peut 
pratiquer d'autres balayages de la tension de 
polarisation Ui en se limitant toujours a des valeurs 
inferieures au seuil de garniture des plages 
conductrices de la deiixidme famille B. 

15 Les figures 7 et 8 montrent les voltammogrammes 

correspondant aux balayages successifs de la tension de 
polarisation. On observe que le courant electrochimique 
du voltammogramme relatif S la premidre famille A de 
plages conductrices diminue pour une meme tension de 

20 polarisation. Ceci resulte de la saturation des plages 
conductrices sur lesquelles un nombre toujours plus 
faible de sites sont libres et peuvent faire I'objet 
d'une electro- initiation de greffage. 

En d'autres termes, apres un certain nombre de 

25 balayages, les plages conductrices de la premidre 
famille A sont entierement garnies et ne peuvent plus 
accueillir de nouvelles molecules de garniture. Dans un 
cas particulier ou le materiau de garniture presente 
des proprietes d' isolation electrique, les plages 

30 conductrices de la premiere famille A sont rendues 
passives. 
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A ce moment, lorsqu'on veut egalement gamir 
les plages conduc trices de la deuxieme £amille, on 
peut, comme le montre la figure 9, effectuer des 
balayages a une tension de polarisation U2 plus elevSe. 
5 Selon \ine autre possibility, dans laquelle on 

met en contact le support de garniture avec un autre 
bain electrochimique, avec des espdces de garnitures 
prSsentant un seuil eventual lament different, des 
balayages avec des tensions differentes peuvent aussi 

10 ^tre effectues. II suffit que la tension de 
polarisation depasse la sauil impose par les moyans de 
dScalage at atteigne le sauil de garniture d'une espece 
de garniture susceptible d'etre formee. Les plages 
prealablement gamies restent insensibles au nouveau 

15 traitement, notamment lorsque leur garniture pr6alable 
est isolante : par « garniture isolante », on entend 
ici une garniture qui empSche la reprise d'une nouvelle 
reaction Electro- initiee . Si cette nouvelle reaction 
est par exemple une reaction d' electro-gref f age, (i) le 

20 non gonflement de la premidre garniture par un solvant 
de la nouvelle reaction ; (ii) 1' insolubility du 
monomer e de la nouvelle reaction dans la premiSre 
garniture ; (iii) I'occupation maximale (taux de 
greffage maximal) des sites de la plage conductrice du 

25 fait de la premiere garniture ; sont - indapandammant - 
das causes pouvant conduira a une isolation (au sens 
electrochimique) de la plage deja garnie . 

Les figures 10 a 13 sont des diagrammes 
identiques a ceux des figures 6 a 9, a 1' exception du 

30 fait qu'ils sont etablis pour un support de garniture 
dans lequel les moyens de selection ne sont pas du type 
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^ seuil. Les moyens de selection comportent des moyens 
de decalage sous la forme de resistances ^lectriques. 

Du fait que les moyens de decalage ne 
comportent que des resistances, le dScalage entre les 
5 courbes relatives aux families A et B de plages 
conductrices augmente avec le courant 61ectrochimique 
et done avec la tension de polarisation appliqu6e. 
Comme dans I'exemple Svoque precedemment , la tension Ul 
est appliquee par balayages successifs entre xine valeur 
10 initials inferieure au potentiel de seuil de garniture 
VgA et une valeur VsatA, superieure k VgA, suffisamment 
faible pour ne pas atteindre la tension de seuil de 
garniture Vga des plages conductrices de la deuxidme 
f amille . 

15 II convient de rappeler que les moyens de 

selection ^ resistance permettent d'obtenir une 
garniture selective en depit d'un courant 
Slectrochimique faible. Ceci est dQ au fait que les 
reactions de garniture, en 1' occurrence les greffages, 

20 sont ici des reactions 61ectro-initiees presentant des 
seuils propres. Ces seuils sont propres aux mat^riaux 
de garniture et done independants des moyens de 
selection. Lorsque les mat^riaux de garniture ne 
presentent pas de seuil de reaction propre, on utilise 

25 des moyens de selection a seuil, comme indique 
precedemment . 

Lors d'une dernidre etape correspondant a la 
figure 13, on effectue de nouveaux balayages en tension 
de polarisation englobant I'intervalle entre le seuil 

30 de garniture VgB et le potentiel de saturation VsatB 
des plages conductrices de la seconde f ami lie B, mises 
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en contact avec un bain electrochimique contenant une 
ou plusieurs autres espSces de garniture. Dans 
I'exemple illustrfi, les balayages en tension de 
polarisation sont effectu^s avec line tension U2 . plus 
5 61ev6e que Ui. Si le seuil de reaction Electro- initiee 
du matSriau de garniture est plus faible, les balayages 
peuvent aussi §tre effectues avec une tension plus 
£aible que prScSdemtnent . Dans la mesure ou les moyens 
de d^calage ne comportent pas de diode, il n»est pas 

10 necessaire de depasser un seuil de conduction. 

Les figures 14A at 14B, illustrent un example 
particulier de mise en oeuvre de 1' invention pour des 
dispositifs electromecaniques n6cessitant une garniture 
selective lors d'lone phase dites de prg- 

15 conditionnement • Le support 10 est realist k partir 
d'une plaquette de silicium sur laquelle sont micro- 
usin^es des microstructures electro-mScaniques 
destinees S etre utilis^es dans des capteurs de 
pression. Les figures 14A et 14B reprSsentent une seule 

20 de ces microstructures. La partie 14B reprSsente une 
coupe transversale, la partie 14A reprSsente une vue de 
dessus. La figure 14C represente un assemblage en coupe 
transversale de la mi c restructure et d'un substrat 
d' interconnexion. 

25 Le support 10 utilise comporte un substrat SOI 

(Silicon On Insulator) 412, recouvert d'une couche de 
silice 410 et d'une couche de silicium monocristallin 
414. La gravura locale, par exemple par gravure 
chimique de la couche de silice 410 permet de realiser 

30 une cellule sous vide 420. L'^tancheit^ de la cellule 
42 0 apres gravure est as surge au moyen d'un bouchon 421 
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venant fermer la cellule sous vide 420. La partie 
sup§rieure de la cellule sous vide 420, constitute par 
une partie centrale 414' de la couche 414 de silicium 
monocristallin fait office de membrane 414' se 
5 dtformant sous I'effet de la pression. Cette 
deformation se traduit par une modification d'une 
capacity mesur^e entre les deux plans de silicium 412 
et 414 grace a des contacts electriques 416 et 418 
realises par depot local d'or, sur le substrat 412 et 

10 la couche 414 respect ivement . Dans I'exemple de 
realisation ici prtsente, le contact 416 recouvre 
egalement une partie 414" de la couche 414, isolee 
elect riquement du reste de la couche 414 par une 
gravure 423 de cette couche. La couche 414 est de type 

15 p. Une diode est realisee ^ la surface de la couche 414 
par une implantation locale 422 de type n rSalisee sur 
tout le pourtour de la partie centrale 414' de la 
couche 414. On note que du fait de la realisation de 
cette jonction entre la membrane 414' et la partie 

20 dopee n 422 un potentiel de la membrane 414' est dtcalg 
par rapport au potentiel de dep6ts 427 et d'vine 
electrode commune 424, dont il sera parle plus loin, 
d'\ine valeur correspondant au seuil de la diode formSe 
par ladite jonction. II sera vu que du fait de. cette 

25 jonction peripherique 422, les parties electriquement 
connectees a 1' electrode commune 424 par 
1 ' intermediaire de cette jonction peuvent etre 
preservee d'une garniture alors que la partie au dessus 
de la jonction 422 est en cours d'etre garnie. 

30 Naturellement le meme resultat pourrait §tre atteint 
avec une jonction 422 n'entourant pas totalement la 
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partie centrale 414'. II conviendrait dans un tel cas 
de pr§voir une partie isolante, la partie isolante et 
la partie dop^e n 422 entourant ensemble la partie 
centrale 414'. Selon ce mode de realisation une plage 
5 414' semi conduct rice d'un premier type est en contact 
Slectrique uniguement avec un matSriau semi conducteur 
422 d'un second type lui-mSme couplg electriquement 
avec un plot d'adressage 424 commun au travers d'une 
seconde plage conductrice 427. 

10 Une premiere electrode commune 4 24 est r6alisee 

par evaporation d'une piste d'or 424 reliant les 
diff^rentes implantations 422 realisees sur la 
plaquette de microstructures . Les diff^rentes 
implantations 422 sont elles m§me rev§tues d'un depot 

15 d'or 427. De ce fait une liaison electrique en or 
existe entre chacun des d§p6ts 427 et 1' Electrode 
commune 424. 

Une seconde Electrode commvine 426, 6galement 
formee par evaporation d'une piste d'or permet de 
20 relier §lectriquement ensemble les contacts 416 a un 
second plot commun de polarisation. 

Les premiSre et seconde Electrodes 424, 426 
sont dites commune car elles relient toutes les 
implantations 422, et tous les contacts 416 des 
25 supports 10 d'une meme plaquette respectivement . 

Comma represents figure 14C la microstructure 
formee par le support 10 qui vient d'etre decrit est 
assemblee mecaniquement et electriquement avec un 
sxabstrat 430 dit d' interconnexion represente en coupe 
30 transversale en position assemblee avec le support 10 
formant une microstructure pour un capteur. Ce substrat 
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d' interconnexion 430 peut servir ^ placer le support 10 
dans un boitier ou k accueillir d'autres composants non 
reprSsentSs permettant de former ensemble le capteur. 
Dans I'exemple represents une £en§tre 425 est realisSe 
5 sur le siibstrat d ' interconnexion 430 en regard de la 
membrane 414' pour permettre un contact mecanique 
direct de la membrane 414' avec un milieu dont on veut 
mesurer la pression. 

Les liaisons mecaniques et Slectriques entre un 

10 support 10 et un sxibstrat d ' interconnexion 430 sont 
realisees de la fagon suivante . Un materiau 
thermof usible conducteur 432, 434 deposS sur le support 
10 au dessus des contacts en or 418, 416 assure une 
liaison mecanique et electrique avec des parties 

15 conductrices du substrat d' interconnexion 430. 

Une liaison mScanique est obtenue par une 
garniture 429 en materiau thermof usible isolant d§posg 
au dessus de la partie 427 revStue d'or entourant la 
membrane 414 ' . 

20 La membrane 414" est elle meme rev§tue d'une 

garniture biocompatible 428. Pour un grand nombre 
d* applications, en particulier dans le domaine 
biomedical, il est nScessaire de f onctionnaliser la 
surface de la membrane 414' pour lui donner par exemple 

25 des propriStSs de biocompatibilitS ou pour limiter 
1' adherence cellulaire susceptible de polluer le 
capteur. Cette f onctionnalisation est realisee a partir 
d'un dep6t 428 d'epaisseur controlee permettant de ne 
pas changer de maniere notable I'elasticite de la 

30 membrane 414'. Avec des bains contenant par exemple des 
monomdres vinyliques ou des molecules cycliques 
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clivables, on peut r6aliser notamment des revetements 
dont les proprifitSs peuvent §tre ajustees. Ainsi, 
1' 61ectro-gref f age de 1 ' hydroxy- 6thyl methacrylate 
(HEMA) , du methyl methacrylate (MMA) , du butyl 
5 methacrylate (BMA) , de poly 6thylSne glycol di- 
methacrylate (PEG-di-MA) , de la N- vinyl pyrrol idone 
(NVP) , et plus g§n§ralement de monomSres vinyliques 
activSs f onctionnalis€s par des substituants 
(mol^culaires ou macromolficulaires) de nature 

10 biocompatible, permettent d'obtenir des films polymeres 
presentant de bonnes proprietes de biocompatibilite , 
notamment au sens de la norme ISO 10993. Les films 
obtenus par electro-gref f age sont en general isolants k 
taux de greffage elev^, mais il n'est pas rare 

15 d'observer que 1' isolation electrique, notamment en 
solution, est d'autant plus favoris^e que le polymdre 
61ectro-gref f 6 est plus hydrophobe. 

Une methode particuliSrement adapt €e pour 
r6aliser 1' assemblage entre le support 10 et le 

20 substrat d ' interconnexion 430 consiste ^ monter le 
support 10 apres decoupe, tourne face avant vers le 
sxibstrat d' interconnexion 430 (mSthode dit de "flip- 
chip") en utilisant les dSpdts de mat^riau fusible pour 
les interconnexions electriques et mecaniques ("flip- 

25 chip polymdre") . II k 6t6 vu plus haut qu'il est 
utilise pour ces liaisons electriques et mecaniques 
d'une part un mater iau thermof usible isolant 42 9 
assurant une liaison mecanique etanche et d' autre part 
un materiau thermof usible conducteur 432 assurant une 

30 liaison mecanique et electrique. 
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L'utilisation de garnitures 428, 429, 434, 432 
different es sur certalnes plages conduct rices de la 
face avant de la structure 10 permet ainsi d'apporter 
di££erentes fonctions suppl4mentaires . Ces garnitures 
5 sont rSalisSes lors d'xine etape de pr^-conditionnement 
rSalisSe de manigre collective simultanSment sur toutes 
les microstructures, done avant decoupe du substrat de 
silicium. 

La microstructure 10 demande trois 

10 f onctionnalisations differentes devant §tre apportees 
par des garnitures differentes sur des surfaces 
conductrices glectriquement reliees. II s'agit d'une 
premiere garniture 429 en polymere thermof usible 
isolant r^alisSe au dessus de la partie periph^rique 

15 427 de la membrane 414', d'xine seconde garniture 434 en 
polymere thermof usible conducteur rSalisee au dessus 
des contacts 418, d'une troisiSme garniture 
biocompatible 428 realisee au dessus de la membrane 
414". On note qu'une garniture 432 conductrice mais non 

20 nScessairement thermof usible est ggalement realisee au 
dessus des contacts 416 et des pistes 426. Ces 
garnitures sont realisees par Electro deposition comme 
expliquS ci-aprds. 

II est facile d'utiliser la s^lectivite 

25 provenant du materiau comme indique plus haut pour 
disposer d'un premier moyen de selectivite. Dans 
I'exemple ici presente, il a et€ utilise un depot d'or 
sur des parties que l»on veut pouvoir diff^rencier des 
surfaces en silicium. Le potent iel de greffage pour ces 

30 deux materiaux utilises en microelectronique est en 
effet suffisamment different pour fournir une premidre 
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sSlectivite. La s61ectivit§ supplemental re necessaire 
est apportge par line mise en oeuvre de I'adressage telle 
que propos^e dans la presente invention r€alis6e comme 
expligue plus haut grace k la jonction 422 entourant la 
5 partie centrale 414'. 

La premiSre garniture 429 est r6alis6e sur 
1' ensemble des joints d'^tancheite en polarisant la 
premidre Slectrode commune 424 au potentiel VO 
correspondant au potentiel necessaire pour la garniture 

10 429 sur I'or. 

La seconde garniture 4 34 est r^alis^e sur 
1' ensemble des contacts 418 en portant la premiere 
electrode commune 424 a un potentiel VI correspondant 
au potentiel necessaire a la garniture 434 sur I'or 

15 augments du seuil de la diode creee par 1' implantation 
422. La membrane 414' n'est pas garnie S ce stade car 
le potentiel de greffage sur le silicium est plus 61ev6 
que celui sur I'or. On utilise done ^ nouveau la 
sSlectivite due a la difference de nature entre 

20 matSriaux conducteurs Sleet riquement connectSs entre 
eux. 

La troisieme garniture 428 est rgalis6e sur 
1' ensemble des membranes 414' en portant la premiSre 
Electrode commune 424 a un potentiel V2 correspondant 
25 au potentiel necessaire a la garniture 428 sur le 
silicium augmente du seuil de la diode 422 citee ci- 
dessus . 

Pendant ces trois operations, la seconde 
electrode 426 est maintenue a un potentiel nul . La 
30 garniture 432 des contacts 416 se fait separement a 
partir d'une garniture 432. Elle peut egalement Stre 
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effectuSe simultangment au dSpdt de la seconde 
garniture 434 en utilisant une source suppl6mentaire 
permettant de porter la seconde Slectrode commune 426 
au potentiel V3 correspondant au potentiel nScessaire a 
5 la garniture 432 sur I'or. 

La garniture 429 correspond par example ^ une 
couche de Poly Butyl MfithAcrylate (PBMA) . 

La garniture 434 correspond par exemple ^ une 
couche de PBMA dop6 avec des sels d' argent, d' environ 
10 0,5 \xm d'epaisseur. 

La garniture 428 correspond par exemple a une 
couche de poly- (PEG-dimethacrylate) d' environ 0,5 ]xm 
d'6paisseur. Ces couches sont formees dans des bains 
de butyl mgthacrylate et de PEG dimethacrylate, 
15 respect ivement, dans la dimethyl formamide (DMF) en 
presence de perchlorate de t6tra6thyl ammonium comme 
Electrolyte support . 
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REVENDICATIONS 

1. Support (10) de garniture comprenant une 
plurality de plages conductrices (12, 427, 418, 414') 

5 formees sur un substrat, associSes k un plot 
d'adressage cotnmun (18, 424) et a des moyens de 
selection d'au moins une plage a garnir par voie 
Slectrochimique, parmi la pluralite de plages (12, 427, 
418, 414'), caracterise en ce que les moyens de 

10 selection comportent des moyens residents (20, 422, 
414, 42 7, 418) de decalage d'une tension de 
polarisation qu'il convient d'appliquer au plot 
d'adressage commun (18, 424) pour obtenir un d^pot (429 
respect ivement (434) au niveau d"un premier groupe de 

15 plages (12, 427, 418) glectriquement couplies au plot 
d'adressage commun (18, 424) sans en obtenir sur un 
second groupe de plages (12, 418, 414' 414') 
electriquement coupl4es au meme plot d'adressage commun 
(18, 424) . 

20 

2. Support (10) de garniture selon la 
revendication 1 caract6ris6 en ce que les moyens (20, 
422, 414, 427, 418, 414) de dScalage de la tension k 
appliquer au plot d'adressage commun (18, 424) sont 

25 constitues par le fait que les plages conductrices sont 
constitues par un premier materiau (418, 427, 422, 414) 
conducteur, les plages du second groupe etant 
constituees par un second materiau conducteur (418, 
427, 422, 414 different du premier materiau. 

30 
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3. Support (10) de garniture selon la 
revendication 2 caractSris€ en ce que les premiers et 
second materiaux (414, 422) conducteurs sont constitugs 
par des matgriaux (414, 422) semi conducteur de m§me 

5 nature ayant des dopages dif£6rents. 

4. Support de garniture (10) selon I'une des 
revendications 1 a 3, caracterise en ce que les moyens 
(20, 422, 414, 427, 418, 414) de decalage de tension 

10 comport ent des moyens a seuil comport ant au moins une 
diode (13, 422, 414) connectee entre le plot 
d'adressage commun (18, 424) et chacune des plages (12, 
414', 418) du second groupe* 

15 5, Support de garniture (10) selon la 

revendication 4, caractSrisS en ce que la diode (13, 
422, 414) est polarisSe dans le sens passant du plot 
d'adressage commun (18, 424) vers au moins tine plage 
conductrice (12, 414', 418). 

20 

6. Support de garniture (10) selon la 
revendication 1, ayant des plages (12) conductrices 
garnies par une garniture Electro- initiee, caracterise 
en ce que les moyens de decalage comportent au moins 
25 une resistance electrique (15) de valeur (R) suffisante 
pour interdire la garniture des plages du second groupe 
(12) sous 1' application au plot d'adressage commun (18) 
d'une tension autorisant la garniture des plages (12) 
du premier groupe. 

30 
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7. Support de garniture (10) selon la 
revendication 1, dans lequel les moyens residents de 
decalage d'une tension de polarisation comprennent au 
moins une resistance (15) et au moins une diode (13) en 

5 sSrie. 

8. Support de garniture (10) selon la 
revendication 1^ comprenant au moins une plage 
conductrice (12, 427, 418, 414') garnie sous la forme 

10 d'un element choisi parmi : une plage de test chimique, 
une plage de test biologique, une plage d'accrochage 
d'un mat6riau fusible, une plage de contact 61ectrique, 
une plage de contact mScanigue, une membrane, une masse 
sismique d'un acc616romStre et une armature de 

15 condensateur . 

9. Support (10) selon la revendication 1, 
comprenant une couche semi -conductrice (414) d'un 
premier type de conductivity et, dans la couche (414) , 

20 une plurality de regions dopees (422) d'un second type 
de conductivity, chaque region dopee du second type de 
conduct ivite Stant relive k au moins une plage 
conductrice (414) constituant une surface du substrat, 
et dans lequel les regions dopees du deuxieme type 

25 (422) de conductivite forment avec la couche (414) des 
moyens de decalage de tension a diodes, 

10. Support (10) selon la revendication 1, dans 
lequel les plages conductrices (12) sont menagees sur 

30 une premiere face (101) d'un substrat (14) et 
comprenant sur une face opposSe (102) a la premidre 
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face (101) , une couche conductrice (120) , en regard des 
plages conduct rices (12), la couche conductrice formant 
un plot d'adressage commun (18). 

11. Support (10) selon la revendication 1, dans 
5 lequel les plages conductrices (12) sont mSnagSes sur 

une premidre face (101) d'un subs t rat (14) et 
comprenant sur xine face oppos^e (102) a la premiere 
face (101), \ine couche conductrice (121), en regard des 
plages conductrices (12) , la couche conductrice formant 

10 un plot d'adressage commun (18) et dans lequel le 
substrat (14) presente une resistivite de valeur 
suffisante pour interdire la garniture d'au moins une 
plage conductrice (12) du support (10) sous 
1' application au plot d'adressage commun (18) d'\ine 

15 tension autorisant la garniture d'au moins une autre 
plage (12) du support (10) . 

12. Dispositif en particulier capteur 
comportant un support selon I'une des revendications 1 

20 a 11. 

13. Capteur comportant un support selon I'une 
des revendications 1 a 11, caracterise en ce qu'un 
support du capteur comporte des plages . conductrices 

25 (427, 418, 414') formees par des premier (418) et 
second (414') materiaux differents I'un de 1' autre, 
61ectriquement en contact electrique I'un avec 1» autre 
et portant des premiere (434) et seconde (428) 
garniture respectivement diffSrentes I'une de 1* autre. 

30 
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14. Capteur selon la revendication 13, 
caracterisS en ce qu'un support du capteur comporte une 
premidre plage conduc trice (418) formee par un matSriau 
conducteur en contact electrique uniquement avec un 

5 matgriau semi conducteur d'un premier type (414) , ce 
dernier etant en contact Electrique unicpiement avec un 
materiau semi conducteur d»un second type (422) lui- 
mSme en contact electrique avec un plot d'adressage 
commun (424) au t ravers d'une seconde plage conduct rice 
10 (427), lesdites premidre (418) et seconde (427) plage 
d'un meme materiau conducteur portant des garnitures 
(429, 434) diff^rentes I'une de 1' autre. 

15. Capteur selon I'une des revendications 13 
15 ou 14 caractSrise en ce que les garnitures diffSrentes 

les lines des autres comporte au moins une garniture 
electro-gref f 6e . 

16. ProcSdS de realisation d'un support 
20 comportant des plages conductrices garnies, dans lequel 

on met en contact les plages du support avec au moins 
un milieu (34) contenant un matSriau de garniture, ou 
un prScurseur d'un materiau de garniture, et on 
applique au moins une tension de polarisation entre un 

25 plot d'adressage commun (18) et une Electrode de 
reference (32), precede caracterise en ce que 

on realise des plages conductrices du support 
avec un premier materiau conducteur et d* autres avec un 
second materiau conducteur, ou 

3 0 on realise sur le support des moyens de 

decalage de tension disposes entre le plot commun 
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d'adressage et des premidres plages, en sorte que une 
tension appliguee au plot d'adressage commiin 
corresponde k une premidre valeur de tension sur les 
premidres plages et k une seconde valeur de tension sur 
5 les secondes plages 

on applique au plot d'adressage commun une 
tension suffisante pour initier la garniture des 
premieres plage, et insuffisante pour permettre la 
garniture des secondes plages conductrices . 

10 

11. Procedg de garniture selon la revendication 
16, caracterisg en ce que le materiau de garniture, ou 
le precurseur du materiau de garniture conduit pour 
I'une au moins des plages ^ une garniture #lectro- 
15 initi^e. 

18. ProcSdS de garniture selon la revendication 
16, caracterisg en ce que I'on utilise un support dans 
lequel les moyens Bl decalage de tension sont des moyens 

20 k seuil, et dans lequel on effectue une garniture par 
voie glectro-suivie ou electro- initiSe . 

19. Precede de garniture selon la revendication 
16, caracterise en ce que I'on utilise un support dans 

25 lequel les moyens S decalage de tension comportent au 
moins une resistance et dans lequel on effectue une 
garniture par voie electro- initiSe . 

20. Precede de garniture selon la revendication 
30 17, dans lequel on applique la tension de polarisation 

en effectuant au moins un balayage entre une tension 
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infer ieure ou §gale ^ une tension de seuil de garniture 
(Vg, VgA, VgB) et sup6rieure ou egale iL une tension de 
saturation (Vsat, VsatA, VsatB) . 

21. ProcSde de garniture selon la revendication 
17, dans leguel on forme une garniture de passivation 
dans au moins \ine premiere 6tape de precede, par mise 
en contact des plages conductrices avec un premier 
milieu et dans lequel, lors d'une 6tape subsequente de 
garniture, on met en contact les plages conductrices 
avec un second milieu, pour garnir des plages laissees 
vierges lors de la premidre etape de garniture, ou 
d'une etape de garniture precSdente. 

22. ProcSdfi de garniture selon la revendication 
17, dans lequel on met en contact les plages 
conductrices avec au moins un milieu adapt e S une 
garniture electro- initi6e, comprenant au moins un 
compost choisi parmi les monomeres vinyligues, les 
monomdres cycligues, des sels de diazonium, des sels 
d'iodonium, des sels de sulfonium et des sels de 
phosphonium, et un melange des composes pr6c^dents. 

23. Precede de garniture selon la revendication 
25 16, dans lequel on met en contact les plages du support 

avec au moins un milieu adapte ^ une garniture electro- 
suivie, comprenant au moins un compose choisi parmi un 
sel metal lique ou un polymere et en particulier un 
poly- electrolyte, ou un precurseur de polymeres 
30 conducteurs, et notamment le pyrrole, le thiophdne, 
1 ' ani 1 ine , ou leurs derives , ou un monomdre 
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Slectropolymerisable tel que les phenols, l'6thylgne 
diamine et plus gfinSralement les diamines. 
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(57) Abstract: The invention relates to a coating support 
comprising numerous conductive tracks (12) which are 
associated with a shared addressing contact (18) and with 
means of selecting at least one track from said numerous 
tracks, which is to be electrochemically coated. Accord- 
ing to the invention, the aforementioned selection means 
comprise means (20) of shifting a polarisation voltage, 
which are connected between the shared addressing con- 
tact and at least one track to be addressed. The invention 
can be used to coat conductive tracks. 

(57) Abrege : La pr^sente invention conceme un 
support de garniture comprenant une plurality de plages 
conductrices (12) associ^es ^ un plot d*adressage 
commun (18) et ^ des moyens de selection d*au moins 
une plage h gamir par voie ^lectrochimique parmi 
la plurality de plages. Conformement h. Tinvention, 
les moyens de selection comportent des moyens (20) 
de d^calage d'une tension de polarisation, connect^s 
entre le plot d'adressage commun et au moins une 
plage adresser. Application k la garniture de plages 
conductrices. 
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